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AlGaInP OMVPE Epitaxial Wafers

Standard Specifications
Application

⑤C.C.（㎝-３） 

Thickness（μm） 

④C.C.（㎝-３） 

Thickness（μm） 

③C.C.（㎝-３） 

Thickness（μm） 

②C.C.（㎝-３） 

Thickness（μm） 

①C.C.（㎝-３） 

Thickness（μm） 

Size 

Thickness（μm） 

Dopant 

C.C.（㎝-３） 

EPD 

Orientation

Structure

Epi.

Sub.

Laser Diode

＞１×１０１８ 

０．５～1 

on request 

０．５～１×１０１８ 

０．５～１ 

on request 

１～２×１０１８ 

０．５～１ 

２"φ, 　  ３"φ 

３４０～３６０,　　４３０～４７０ 

Si 

１～２×１０１８ 

≦２０００ 

on request

p－GaAs 

p－GaInP 

p－AlGaInP 

MQW 

n－AlGaInP 

n－GaAs Sub.

⑤ 

④ 

③ 

② 

① 

AlGaInP OMVPE Epitaxial Wafers

● Excellent uniformity, Precise epitaxial structure. 
● Various hetero-structures are available on request.

ApplicationApplication
● Laser Diode for DVD
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